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§１．研究開発成果の概要 

 

本研究課題では、Ge(111) NS nFET/Ge(110) NS pFETおよび酸化物 nFETの単体デバイ

スを試作し、デバイスシミュレーションに必要なパラメーターを抽出することで、各種 FET のデバ

イスモデルを新たに構築する。最終的には、それらを統合して 3D CFET SRAMのシミュレーシ

ョンを実現する。本年度はこの目標達成に向けて各種 FET の試作を始めるとともに、3D CFET 

SRAMシミュレーションのための環境構築を開始した。 

今年度、前田グループでは、独自開発した LT-HBTにより Ge(111)OI基板の作成とその高品

質化を行った。ドナー基板構造を工夫することで、高品質な Ge(111)面が露出した 8 インチウエ

ハーの作成に成功している。この構造を用いて、Ge(111) NS FET を作製する予定である。同時

に基礎的なデバイスモデル構築のためのBulk Ge (100), (111)基板上のFET試作も開始した。

移動度のキャリア密度依存性、水平電界依存性等を評価し、そのデータをもってモデルパラメー

ターの校正および新規モデルの検討を行う。酸化物 nFET では、ALD 装置を用いた In2O3酸

化物チャネルの堆積実験と評価を開始し、nFETの動作する堆積条件を見出したところである。 

服部グループでは、Ge(111) NS nFET/Ge(110) NS pFET のシミュレーションに向けてGeの

諸特性、特に移動度のモデリングに取り組んだ。文献調査を行ったところ、電子に対する垂直電

界依存性モデルが整備されていないと分かったので、今後、前田グループと協力してモデルの

作成を進める予定である。また、各種モデルのデバイスシミュレーターへの実装方法を検討した

ほか、モデルを検証するための理論計算環境の構築に取り組んだ。 

来年度からは、微細な Ge(111) NS nFET/Ge(110) NS pFETおよび酸化物 nFETの試作と

性能評価を引き続き実施する。シミュレーションで必要なデバイスモデルパラメーターを抽出し、

最適化されたデバイス構造をもとに異種チャネル 3D CFET SRAMの実現を目指す。 
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